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※概要（Summary ）： 

熱ナノインプリント技術の一つであるガラスナノ

インプリントでは、高粘性のガラスを高温で加圧成形

することが必要であるが、そのための有効な金型が実

現していない。ガラスの金型には表面のテーパー形状

や材質、ガラス素材との反応性など多くの条件が絡み

合 う 。 本 研 究 で は 光 デ バ イ ス と し て 重 要 な

200~300nm のサブ波長周期構造を有する金型を SiC

基板から作製し、いくつかのガラスを加圧成形するこ

とで転写性能等を評価する。 
※実験（Experimental）： 

単結晶様 SiC 基板（東海カーボン製）を用いて、基

板加工の条件出しを行った。基板表面にイオンビーム

スパッタ装置で WSi を 80nm 製膜しマスクとした。

電子線描画装置を用いて 300nm ピッチの周期構造の

WSi マスクのパターニングを行った。現像後の基板表

面をドライエッチングにより SiC の加工を試みた。 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

図１にWSiマスクのパターニング後のSEM写真を

示す。300nm 周期でデューティー比 0.5 のマスク構造

が確認された。次にプラズマエッチング装置を用いて、

SiC のドライエッチングを行った。C2F6をエッチング

ガスとした場合、周期構造の側壁はテーパー状になっ

ており、その側壁の平滑性が悪かった。CHF3 をエッ

チングガスとした場合の SiC 基板表面の SEM 写真を

図２に示す。エッチング面は比較的平滑であったが、

サイドエッチングの傾向が大きいと考えられ、突起部

分の殆どが消滅してしまった。 
※その他・特記事項（Others）： 

金型の作製がうまくいかずガラスの成形までには 

 

        
 

図２ ドライエッチング後の SiC 基板表面。 
 

至らなかった。エッチングの異方性を制御することが、

サブ波長構造の形状制御に重要であり、エッチングガス

と加工条件（エッチング装置の種類を含む）の調整が今

後の課題である。 
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図１ SiC 基板上 WSi マスクの周期構造パターン。 


